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Повне найменування юридичної особи: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.
Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.11

Тема дисертації:
1. Дослідження макроскопічних ростових дефектів кристалів ZnSe і CdZnTe

2. Investigation of macroscopic growth defects of ZnSe and CdZnTe crystals

Реферат:
1. Об'єкт дослідження - кристали ZnSe і CdZnTe, а також детектори та оптичні елементи на їх основі. Мета
дослідження - розробка методики виявлення та функціональної ідентифікації макроскопічних ростових
дефектів кристалів ZnSe і CdZnTe. Методи дослідження та апаратура: Оптичні та діелектричні методи.
Сучасні прилади та нестандартне обладнання. Теоретичні та практичні результати, новітність: Встановлено,
що інформативними про характер внутрішніх полів є низькочастотні діелектричні параметри.
Представлення діелектричних відгуків у вигляді графічних образів дозволило визначити характеристичні
ознаки макроскопічних ростових дефектів та ідентифікувати їх як витоки чи стоки внутрішнього
електричного поля. Показано можливість використання методики функціональної ідентифікації
макроскопічних дефектів для контролю технологічної обробки кристалів, а також розроблено новий спосіб
акустичної обробки кристалів ZnSe і CdZnTe. Ступінь упровадження: методика використовується на
Державному підприємстві Науково-дослідний т ехнологічний інститут приладобудування (м. Харків). Галузь



використання - напівпровідникове приладобудування.

2. The object of study - ZnSe and CdZnTe crystals, and also detectors and optical elements on it base. The aim of
study - the development of a procedure of detection and functional identification of macroscopic growth defects
of ZnSe and CdZnTe crystals. Methods and equipment: Optical and dielectrical methods. Modern instruments and
non-standard equipment. Theoretical and practical results, newness: It is determined, that the low-frequency
dielectric parameters are informative about character of internal fields. The representation of dielectric responses
on test actions by the way of pictorial fashions has allowed to determine characteristic features of macroscopic
growth defects aggregates and to identify them as sources and drains of internal fields. The possibility of using of
macroscopic defects functional identification procedure for the monitoring of a technological processing is shown
and the new method of acoustic processing of ZnSe and CdZnTe crystals is designed. Degree of practical
application: the procedure is used in National enterprise Research technological institute of instrument-making
(Kharkov). Field of application - semiconductor instrument-making.
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Офіційні опоненти
Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Литвинов Л.А.

2. Литвинов Л.А.

Кваліфікація: д.т.н., 01.04.07

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи:
Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:
1. Балицький О.І.

2. Балицький О.І.

Кваліфікація: д.т.н., 05.02.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:
Повне найменування юридичної особи:
Код за ЄДРПОУ:
Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління:
Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості
Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради

 
Толмачов О.В.

Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні

 
Толмачов О.В.



Відповідальний за підготовку
облікових документів

 

Реєстратор  

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності

Юрченко Т.А.


